A-7. Tranzystor unipolarny JFET i jego
zastosowania

1 Zakres cwiczenia

1.1 Pomiar charakterystyk statycznych tranzystora JFET.
1.2 Projekt, montaz i badanie uktadu:
1.2.1 sterowanego dzielnika napigcia,

1.2.2 przetgcznika analogowego (bramka liniowa).

2 Dane katalogowe uzytego tranzystora, typ 2N4416 z kanatem
,,N”” produkcji Texas Instruments

2.1 Wielekosci dopuszczalne (25°C).

— napieciedren —bramka Upg:.......ooovviiiiiiiiiiciici 30V,
— napieciedren —zrédtoUps:. . ..o oooi i 30V,
— napiecie bramka — zrodtoUgs:. .. ..o -30V,
— prad bramki G @ .o 10 mA,
— MOC P 300 mw

— praddrenu Ips(Ugs=0,Upg =15V .. ..., od 5 do 15 mA,
— prad bramki Ig (Ugs= —20V,Ups=0): .......ccoiiiiiiiiinnt. 0,1 nA,

— napigcie odcieciaUp (Ups=15V,Ip=1nA):..........coiin... -6V,

— napiecie bramka — zrédto Ugs (Ups=15V, Ip =0,5mA: ...od -1 do -5,5V,
— transkoNAUKLANCa Ommin: « -« v v vrerereeie e 4mA/V.
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UWAGA:

Przy bardzo wysokiej rezystancji i bardzo matej pojemnosci bramka — zrédto nawet nie-
wielki fadunek posozytniczy moze doprowadzic do przebicia ztgcza bramka — kanat. W celu
zmniejszenia prawdopodobienstwa tego efektu potaczono elektrody G i S rezystorem o war-
tosci 10MQ. Nie psuje to wkasnosci sprawdzanych w ¢wiczeniu uktaddw dzielnika napigcia
i bramki liniowej, nie wymagajacych skrajnie wysokich rezystancji widzianych ze zrodta
sterowania.

Wielka wrazliwos¢ tranzystoréw polowych na przebicia wymaga starannego uziemiania lub
zerowania obudow wszystkich przyrzadoéw uzywanych do jego badania, a takze specjalnego
trybu wigczania zasilania: zasilacz sieciowy moze by¢ wigczany lub wytgczany (wytgczniki:
siec, zat, on, power) tylko, gdy obwdd z tranzystorem polowym jest odtgczony od zaciskéw
wyjsciowych zasilacza.

3 Literatura

3.1 Tietze, Schenk - ,,Uktady potprzewodnikowe”,
3.2 Kulka, Nadachowski - ,,Liniowe uktady scalone i ich zastosowanie”.
3.3 Marciniak: ,,Przyrzady potprzewodnikowe i uktady scalone”.

3.4 Borczynski, Dumin, Mliczewski: ,,Podzespoty elektroniczne: potprzewodniki, poradnik”.
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4 Program Cwiczenia

4.1 Pomiar charakterystyk statycznych

a) zmierzyC i wykreSli¢ charakterystyke przejsciowa Ip = f(Ugs) przy Ups = const (np.
+10 V); okresli¢ napigecie odciecia Up i maksymalne nachylenie gmmax,

Ip
+ 7IDS

] Ups Ip = IDS<1_liJ—(;S)2'

Ip

o—

LUGS

Ucs
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b) zmierzy€ i wykreSli¢ charakterystyki wyjsciowe Ip = f(Ups) dla kilku wartosci
Ugs = const. zawartych w przedziale od 0V do Up ; rozdzielic cze5¢ triodowa i pento-
dowa pola charakterystyk przez wyznaczenie przebiegu tzw. napiecia kolana krzywych
Uk = Ugs—Up,

Ip

g Ga <0
c2 <Ucsi
' Ups cs3 < Ugs

Ip

lUgs

[Us] 10V Ups

c) zmierzyc i wykreSlic charakterystyki wyjsciowe jak w podpunkcie (b) lecz dla oby-
dwdch biegunowosci Ups, w niewielkim przedziale zmiennoéci od -1V do 1V, okresli¢
minimalna rezystancje dren — zrodto Rpgmin. UWAGA: Pamiary realizowa¢ zawsze od
nastawy Ups = OV az do wartosci Upg przy ktérej prad drenu Ip nie przekracza 20 mA.

Ip

I+

Ugs=0
-Uesl
Ip " Usg

T Ups

IV | +1V Ups
lUGS B

1 O Npmex = 20mA

d) wykona¢ pomiary jak w podpunkcie ¢) dla ukfadu zlinearyzowanego, wyznaczy¢ rezy-
stancje Rps dla roznych Ugs.
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4.2.1 Sterowany dzielnik napigcia:

a) zbudowact dzielnik napigcia dla niewielkich napie¢ wejsciowych (np. + 2 V), Usrer =
UGS

R R>> Ry >> Rpgmin

lUSTER

b) zmierzyt i wykresli¢ charakterystyki dzielnika:

Uy, Ysst
Uce
Uwy = f(Une) Usrer = const

we

Uy = f(Uster) Uwe = const : ‘Uwy
GS

4.2.2 Przetgcznik analogowy (bramka liniowa):

a) zaprojektowac przetgcznik analogowy dla przebiegéw wejsciowych z przedziatu +2
V (maksymalna rezystancja generatora 1kQ), obciazony rezystancja 10kQ. Okresli¢
poziomy napigcia Usrgr niezbedne dla otwarcia i zamknigcia przetgcznika. Zaprojek-
towaC odpowiedni uktad sterowania na tranzystorach bipolarnych wyzwalany z gene-
ratora impulséw w standardzie TTL,
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b) zmierzy€ napigcia w charakterystycznych punktach ukfadu w stanie statycznym dla
przetgcznika otwartego i zamknigetego,

c) zbadaC ukfad przy sterowaniu wejscia sygnatem sinusoidalnym lub tr6jkatnym, przy
réznych czasach otwarcia bramki (zamkniecia przetacznika),

d) okreslic liniowos¢ i parametry czasowe uktadu.



